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【はじめに】  

5 分と 300 分の活性加熱処理時間の異なる p-GaN に対してアドミタンス測定を行い、p-

GaN の浅い準位を評価した結果については報告した[1,2]。今回、順バイアス DLTS 測定を用

いて、熱処理した p-GaNの少数キャリア(電子)トラップについて検討した。 

【実験方法】 

測定試料構造は n
+
-GaN 基板上に MOVPE 成長により作製した n

+
p 接合ダイオードである。

用いた p-GaN は、[Mg]=1.2x10
18

 cm
-3の試料である。活性化熱処理温度は 850 °C で、熱処理

時間 5 分と 300分のものを用いた。順バイアス DLTS 測定では、測定温度 200 K から 400 K

で行った。また、測定周波数は 1 MHzで行った。 

【実験結果】 

 図 1 に時定数 191 ms の順バイアス DLTS 測定結果を示す。図 1 より、熱処理時間 5 分の

試料では、炭素に関連した正孔トラップである Hd[3]が観測されたが、それに比べ少数キャ

リアトラップ（負信号）は小さい。一方、熱処理時間 300 分の試料では、200 K から 400 K

の測定温度範囲でブロードな少数キャリアトラップの信号が明瞭に観測された。図 2 に時定

数 191 ms の順バイアス DLTS 測定結果から得られた局在準位密度対エネルギー準位を示す。

熱処理時間 5分の試料では、Ec – 0.3~0.8 eV の範囲で、局在準位密度が 1.4x10
15

 eV
-1

 cm
-3以

下であった。局在準位密度が負の値となっている部分は、正孔トラップ Hd の信号によるも

のであり、この寄与を取り除くことを検討している。一方、熱処理時間 300 分の試料では、

Ec – 0.3~0.8 eVの範囲で局在準位密度が 1.5x10
15

~1.5x10
16

 eV
-1

 cm
-3であり、熱処理時間 5 分

の試料と比較して高いことがわかる。このことから 300 分の長時間熱処理によって、新たに

高濃度の少数キャリアトラップが形成されることがわかった。 

【まとめ】 

 順バイアス DLTS 測定を用い、熱処理の影響について検討を行った。その結果、熱処理時

間 300 分の長時間熱処理によって新たに高濃度の少数キャリアトラップの形成が観測された。 
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Fig.1, Forward bias DLTS spectra 
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